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はじめに AlGaN/GaN HEMTは低損失、高耐圧特性を有するため次世代パワー半導体として期待されている

[1]。AlGaN/GaN HEMTにおいてゲートリーク電流抑制のためには金属-絶縁体-半導体(MIS)構造は必須であ

る。近年、ミスト CVD 法により ALD法と同等の膜質を有する Al2O3アモルファス薄膜を形成することに成

功している[2]。本研究ではミスト CVD 法を用いた 4-nm Al2O3ゲート絶縁膜を有する AlGaN/GaN MISキャ

パシタと AlGaN/GaN MIS-HEMTを試作し、容量-電圧(C-V)特性、伝達特性と出力特性について評価したの

で報告する。 

実験 SiC 基板上に成長した AlGaN/GaN ヘテロ構造(AlGaN 膜厚 25 nm)を用いた。オーミックアニール時の

表面保護膜として SiN 膜を AlGaN 表面に堆積をし、870 ºC、30 秒間アニールをし、オーミック電極を形成

し、その後 SiN 表面保護膜を除去した。ゲート絶縁膜はミスト CVD 法により 4 nmの Al2O3を堆積し、最後

にゲート電極を形成した。 

結果 図 1にミスト CVD 法により堆積した Al2O3を有する AlGaN/GaN MISキャパシタの C-V特性、キャリ

ア濃度と Al2O3表面からの距離 dとの関係を示す。図 2 と 3に AlGaN/GaN MIS-HEMTの伝達特性と出力

特性をそれぞれ示す。C-V特性の順バイアス領域において容量値の立ち上がりがみられることから、良

好な Al2O3/AlGaN 界面特性を有していると考えられる。また AlGaN と Al2O3の直列容量値、及びキャ

リア濃度と Al2O3表面からの距離 dとの関係より、堆積した Al2O3膜厚は 4 nmであることを確認した。

伝達特性より VGS = +3Vで最大飽和ドレイン電流は約 800 mA/mm、最大相互コンダクタンス gmは 136 mS/mm

であった。図 3 に示すように出力特性も良好な特性を示した。 

まとめ ミスト CVD 法により堆積した Al2O3絶縁膜を有する AlGaN/GaN MISキャパシタと AlGaN/GaN 

MIS-HEMTを試作し、C-V特性、伝達特性と出力特性について評価した。C-V特性より良好な Al2O3/AlGaN 

界面を有していることが示唆され、伝達特性と出力特性も良好であった。                         

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

図 1.AlGaN/GaN MISキャパシタの       図 2.AlGaN/GaN MIS-HEMT      図 3.AlGaN/GaN MIS-HEMT       

C-V特性、キャリア濃度と Al2O3表面       の伝達特性                     の出力特性 

からの距離 dとの関係 
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